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【はじめに】歪によるチャネル移動度向上技術の中で、SMT(Stress Memorization Technique)は、スケーラビリ
ティや薄膜 SOIへの対応可能性などで注目されるが、その具体的な機構は不明な点が多い。そこで、SMTの要
因として考えられる｢非晶質からの結晶回復過程に起こる歪記憶｣に関する知見を得るため、本研究では｢polyゲ
ートへの As注入と応力膜形成状態での熱処理｣を行い、顕微 UVラマン法(λ=364nm)で歪を評価した。 
【実験方法】p-Si(100)基板に熱酸化膜 5 nm、As注入(2x1015 cm-2, 22.5 keV)した poly-Siゲート（高さ:75 
 nm, 幅:0.5 µm）を形成後、SiN膜(ほぼ応力無~6 MPa、または-1.7 GPa)を形成した二種の試料に、アニ 
ール(N2雰囲気,950℃,30 sec)を行った。SiN膜の除去後、ゲート頂上部とエッジ部の歪を評価した。測 
定試料の断面構造を図１に示す。ラマンスペクトルはローレンツ関数でピーク分離を行い、強度の強い 
ものを主ピーク、弱いものを副ピークとした。これらピークのシフト量と半値幅の関係を図２に示す。 
【結果】主ピークは全て無歪の結晶 Siに対応する位置にある。副ピークは半値幅が広く結晶粒界部など 
に対応する可能性がある。副ピークは、頂上部もエッジ部も、応力有の方が応力無より 0.2 cm-1程低波 

数側へのシフトが観測された。これは poly-Siの粒界部を介して SiN膜の応力が転写された可能性を示 
唆する。【謝辞】本研究の一部は STARCの協力を得て行われた。 
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図2:各試料における
シフト量の半値幅に対する依存性
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図1:試料の構造と測定部


